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Исследовались изменения в спектрах электролюминесценции и 
изменение силы излучения квантово-размерных структу'р AlGalnP 01 
времени наработки ( в пределах 0-2050 часов) при температуре 80 °С. И( 
рисунка 1а,б,в видно, что тонкая структура спектров на
низкоэнергетической части после наработки стала более гладкой, и более 
выраженной стала на высокоэнергетической части.
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Зависимости спектральной силы излучения (а,б,в) от энергии фотонов при 
токах возбуждения 100 мкА(а), 1мА(б), 5мА(в) для времени наработки 

о (1), 550(2), 2050(3) часов и относительной силы излучения (г) от времени 
наработки для токов 100 мкА(1), 1мА(2), 5мА(3)

Рисунок 1
После наработки 550 часов сила излучения для всех токов возбуждения 

резко уменьшилась (до~20% от первоначальной), но затем изменения 
прекратились. При токе 5мА она даже незначительно увеличилась, а при 
токах ЮОмкА, 1 мА -  уменьшилась.
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